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(54) Title: MULTI-JUNCTION SOLAR CELL
(54) Bezeichnung: MEHRFACHSOLARZELLE

(57) Abstract: The invention relates to a multi-junction solar cell compris-
ing at least two sub-cells based on silicon and at least one material other
than silicon, wherein a first sub-cell is designed to use photons in a spectral
region of a shorter wavelength than a spectral region of a longer wavelength
of a second sub-cell, the second sub-cell being based on silicon and the first
sub-cell being based on a material which has a larger band gap than silicon,
wherein the first sub-cell and the second sub-cell are designed as a mono-
lithic unit consisting of a layer stack, and wherein the first sub-cell and the
second sub-cell are electrically connected to one another in series by means
of a tunnel diode, such that the tandem solar cell is equipped with two ter-
minals, wherein the tunnel diode has a tunnel diode n layer and a tunnel
diode p layer. The problem addressed is that of proposing a multi-junction
solar cell of simple construction. The problem is solved by multi-junction
solar cells in which the tunnel diode n layer and/or the tunnel diode p layer
is/are silicon-based layer(s).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mehrfachsolarzelle
mit wenigstens zwei auf Silizium und wenigstens einem anderen Material
als Silizium basierenden Teilzellen, wobei eine erste Teilzelle zur Ausnut-
zung von Photonen in einem kurzwelligeren Spektralbereich als einem lang-
welligeren Spektralbereich einer zweiten Teilzelle ausgebildet ist, indem die
zweite Teilzelle auf Silizium basiert und die erste Teilzelle auf einem Ma-
terial mit einer groBeren Bandliicke als in Silizium, wobei die erste Teilzel-
le und die zweite Teilzelle als eine monolithische, aus einem Schichtstapel
bestehende Einheit ausgebildet sind, und wobei die erste Teilzelle und die
zweite Teilzelle elektrisch miteinander mittels einer Tunneldiode in Reihe
geschaltet sind, sodass die Tandemsolarzelle mit zwei Anschliissen ausge-
stattet ist, wobei die Tunneldiode eine Tunneldioden-n-Schicht und eine
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Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
Tunneldioden-p-Schicht aufweist. Die Aufgabe der besteht im Vorschlédgen einer einfach aufgebauten Mehrfachsolarzelle. Die Aufgabe
wird von Mehrfachsolarzellen gelost, in denen die Tunneldioden-n-Schicht und/oder die Tunneldioden-p-Schicht siliziumbasierte
Schichten sind.




